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黄均鼐、汤庭鳌教授和胡光喜副教授编撰的《半导体器件原理》荣
获中国电子教育学会一等奖 
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黄均鼐、汤庭鳌教授和胡光喜副教授编撰的《半导体器件原理》荣获中国电子教育学会全国电

子信息类优秀教材（研究生、本科生教育优秀教材）一等奖。本书是在20年前黄均鼐教授和汤庭鳌

教授合著的《双极型与MOS半导体器件原理》基础上一次改版，由复旦大学出版社出版。本书得到上

海市科委通过上海自然科学基金项目的支持。

过去20年，集成电路技术得到迅猛发展。MOS半导体器件的特征长度从微米级逐渐向亚微米级、

深亚微米级发展，目前已达到32纳米甚至22纳米。新的种类器件如铁电存储器、闪存、阻式存储

器、相变存储器等已经得到或即将得到广泛应用。新的材料，如高介电常数材料已经在MOS器件中得

到应用。新的结构MOS器件，如双栅器件、围栅器件、鳍栅器件、肖特基势垒源/漏结构器件等，即

将被应用到下一代或再下一代MOS器件中。本书不仅介绍半导体器件的物理基础、小尺寸MOSFET的有

关效应、几个用于SPICE模拟软件中的模型、肖特基势垒结构器件、新型多栅MOSFET；还进一步阐述

双极型晶体管的工作原理及它的直流、频率、开关和功率特性；讨论MOS场效应管、功率管的结构、

原理和主要特征；是一本不可多得的半导体技术书籍， 

本次评选共收到来自全国13家主要教材出版单位的参评教材200余种。参评教材作者所在院校涉

及中东部22个省、直辖市。电子教育学会组织教育专家对参评教材进行了评审,共有68种教材进入终

审。专家组对教材的编写水平、内容质量、编校质量以及版式设计等进行全面评估,最终评选出一等

奖9名，二等奖24名，三等奖35名。复旦大学信息学院黄均鼐、汤庭鳌教授和胡光喜副教授编撰的

《半导体器件原理》就是其中的一等奖之一。
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